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Prueba de Evaluacion intermedia 2

Duracién: 50 mins. iAtencion!: No se admitirdn respuestas no justificadas adecuadamente

Problema 1.- (2 puntos).-Represente la forma de onda de salida del circuito mostrado en 1
cuenta que la sefial de entrada es triangular de amplitud 1.4V. Considerar el diodo ideal
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Problema 2.~(2 puntos).-Disefiar un circuito estabilizador de tensién a 3V para que trabaje con un generador de
sefial cuyo valor oscila de forma aleatoria entre 5 y 20 Voltios.

DATOS: Puede utilizar los elementos pasivos Ry C que considere oportunos, asi los diodos que se tienen las
caracteristicas mostradas en la figura siguiente, bien se trate de diodos rectificadores o zener.
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Problema 3.-(6 puntos) -El circuito amplificador mostrado en la figura adjunta

Vee —~
utiliza un transistor de Si' con /=150, V,z=100V. La alimentacién es simétrica, ‘T
con Vee=Vg=10V. Los resistores son de los siguientes valores: R-=R;=2kQ, y §
la capacidad C1 es de un valor muy grande. Con estos datos, conteste RC‘
razonadamente las siguientes preguntas. e
) - Y]
a) (2 pts.)-Determine el margen de valores de /; que permite que el transistor - ] Veg

Q1 permanezca en zona activa.

b) (2 pts.)-Represente y calcule el modelo en pequefia sefial del transistor Q1, Vg!‘j 'BE : §
asumiendo que /,=3mA. R
|

¢) (2 prs.)-La fuente de corriente /, esta basada en un espejo de corriente tal y
como muestra la figura siguiente. Sabiendo que se quiere una I, de valor - O

-V
3mA, calcular el valor necesario para la Rpy.
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" Para las tensiones de conduccién y saturacion, tome los valores correspondientes por defecto a este material, Se admite una
cierta flexibilidad, siempre que sea razonable, en las respuestas.
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